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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(§) Schaltungsanordnung und Verfahren eines Uberlastschutzes in einem Wandler 

(57) Bei Oberschreitung eines Stromme&wertes und bei ei- 
ner Verringerung derSpannung am Ausgang eines ersten 
Umrichters, eines aus einem ersten und zweiten Urnrich- 
ter gebildeten Wandlers, unter einen Spannungswert, bei 
der eine sichere Durchschaltung der PMOS-Transistoren 
in einer sekundarseitig des zweiten Umrichters angeord- 
neten Gleichrichtereinheit nicht mehr ermoglicht ist, wird 
der erste Umrichter gesperrt. 
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Beschreibung 

Ein Wandler WR mit galvanischer Trennung kann wie in 
Fig. 1 gezeigt aus einem ersten und zweiten Umrichter 
UM1, UM2 gebildet werden. 

Der erste Umrichter UM1, z. B. ein Tiefsetzer, gebildet 
aus einem ersten Schalttransistor Tl, einer Freilaufdiode D 1 
sowie einem Filter F, bestehend aus einer Induktivitat LI im 
Langszweig und einer Kapazitat CO im Querzweig, ist dem 
zweiten Umrichter UM2 zum Ausgleich von Schwankungen 
der Eingangsspannung vorgeschaltet. Das erste Schaltele- 
ment Tl wird uber eine erste Steuereinheit SI gesteuert. 
Ausgewertet werden in der ersten Steuereinheit SI der in die 
Primarseite des zweiten Umrichters UM2 flieBende Strom 
und die Spannung am Ausgang des zweiten Umrichters 
UM2. 

Der zweite Umrichter UM2, z. B. ein Gegentaktumrichter 
mit galvanischer Trennung, wird gebildet aus einem Primar- 
teil mit zwei gleichen, aber gegensinnig angesteuerten 
Wicklungen Wl und W2 eines Transformators Tr. Das 
zweite und dritte Schaltelement T2, T3 auf der Primarseite 
des zweiten Umrichters UM2 wird von einem zweiten Steu- 
erkreis S2 im Gegentakt mit einem Steuersignal mit gleich- 
bleibender Frequenz mit einem Puls/Pause Verhaltnis von 
1 : 1 belrieben. Die Sekundarwicklungen W3 und W4 des 
Transformators Tr liefern eine gegenphasig transformierte 
Rechteckspannung, die mit Hilfe von synchron im Gegen- 
takt angesteuerter Schaltelemente GL G2 gleichgerichtet 
werden, die auf der Sekundarseite des Umrichters UM2 in 
einer Gleichrichtereinheit GR angeordnet sind. 

Der beschriebene Wandler WR bringt. jedoch den Nach- 
teil mit sich, da6 hone Verlustleistungen in den Schaltele- 
menten Gl und G2 in der Gleichrichtereinheit GR wahrend 
des Strombegrenzungsbetriebs auftreten. 

Der Wandler WR bringt weiter den Nachteil mit sich, daB 
zur Ableitung der Verlustleistung in der Gleichrichtereinheit 
GR groBe Halbleiterelemente und mit diesen verbunden 
eine groBe Leiterplattenflache und/oder groBe Kiihlelemente 
verwendet werden mussen. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Schal- 
tungsanordnung und ein Verfahren anzugeben, die die oben 
angefuhrten Nachteile uberwindet. 

GemaB der Erfindung wird die gestellte Aufgabe durch 
die Patentanspruche 1 und 8 gelost. 

Die Erfindung bringt den Vorteil mit sich, daB eine hohe 45 
Verlustleistung an den synchron im Gegentakt angesteuerten 
Schaltelementen Gl, G2 in der Gleichrichtereinheit GR ver- 
mieden wird. 

Die Erfindung bringt den weiteren Vorteil mit sich, daB 
bei kurzer Uberlast der Wandler voll betriebsbereit bleibt. 

Weitere vorteilhafte Ausbildungen der Schaltungsanord- 
nung und des Verfahrens sind in den weiteren Patentanspru- 
chen angegeben. 

Weitere Besonderheiten der Erfindung werden aus den 
nachfolgenden naheren Erlauterungen eines Ausfuhrungs- 
beispiels anhand von Zeichnungen ersichtlich. 

Es zeigen: 

Fig. 1 einen Aufbau eines bekannten Wandlers gemaB 
dem Stand der Technik, 

Fig. 2 einen Aufbau eines Wandlers mit Uberlastschutz 
und 

Fig. 3 eine Ausgestaltung eines Uberlastschutzes. 

In Fig. 1 ist der eingangs genannte Umrichter WR darge- 
stellt und nachfolgend weiterfuhrend beschrieben. 

Der erste Umrichter UM1 ist aus dem ersten Schaltele- 
ment Tl, der Freilaufdiode Dl sowie dem Filter F, mit der 
Induktivitat LI im Langszweig und einer Kapazitat CO im 
Querzweig gebildet. Ein Steuereingang des ersten Schalt- 



30 



35 



40 



50 



55 



60 



65 



transistors Tl wird durch ein pulsweiten- oder frequenzmo- 
duliertes PWM, FM Steuersignal der ersten Steuerschaltung 
SI angesteuert. 

Auf der Primarseite des Umrichters UM2 sind zwei glei- 
che, aber gegensinnig angesteuerte Wicklungen Wl und W2 
des Transformators Tr angeordnet. Die beiden Wicklungen 
Wl und W2 werden jeweils uber das zweite und dritte 
Schaltelement T2, T3 durch den zweiten Steuerkreis S2 im 
Gegentakt mit gleichbleibender Frequenz und einem Puis/ 
Pause- Verhaltnis von 1 : 1 angesteuert. Die auf der Sekun- 
darseite des Transformators Tr angeordneten jeweils gleich 
ausgebildeten Wicklungen W3 und W4 liefem gegenphasig 
transformierte Rechteekspannungen, die mittels der syn- 
chron im Gegentakt angesteuerten Schaltelemente, die 
nachfolgend auch als vierte und funfte Schaltelemente Gl 
und G2 bezeichnet sind, in der Gleichrichtereinheit GR 
gleichgerichtet werden. Die vierten und funften Schaltele- 
mente Gl, G2 sind vorzugsweisc als Power Mctall Oxyd Se- 
miconductor PMOS- Transistoren ausgebildet. In dieser 
Ausgestaltung sind die beiden Bodydioden Bl, B2 der 
PMOS Transistoren explizit dargestellt. Die vierten und 
funften Schaltelemente Gl, G2 werden in dieser Ausfuh- 
rung uber zwei weitere Hilfs wicklungen W5 und W6, wel- 
che zur Aufstockung der Steuerspannung dienen, angesteu- 
ert. Das jeweils lei lend gesteuerte vierte oder funfte Schalt- 
element Gl, G2 erhalt am Steuereingang G die Summen- _ 
spannung der an den drei Wicklungen W3, W4 und W5 oder 
W3, W4 und W6 anliegenden Spannungen. Die Spannung 
in der leitenden Phase am Steuereingang G des vierten 
Schaltelernentes Gl setzt sich aus der Summenspannung 
U(W4) + U(W3) + U(W5) in der leitenden Phase an den 
Wicklungen W4, W3 und W5 zusammen. Wahrend der 
Sperrphase liegt am Steuereingang des funften Schaltele- 
rnentes G2 nur die einfache negative Spannung U(W5) der 
Wicklung W5 an. Dasselbe gilt sinngemaB fur das vierte 
Schaltelement Gl und die Spannung an den Wicklungen 
W3, W4, und W6. Bei hinreichend hoher transformierter 
Spannung durch den Transformator Tr, kdnnen die Hilfs- 
wicklungen W5 und W6 entf alien. Da die primare Spannung 
UA0 am Ausgang des ersten Umrichters UM1 nur geringen 
Schwankungen unterliegt haben die sekundaren Steuerpulse 
fur das vierte und funfte Schaltelement Gl, G2 eine nahezu 
konstante Amplitudenhohe. 

Eine Spannungsregelung erfolgt in der gezeigten Schal- 
tungsanordnung aufgrund der am Ausgang des Wandlers 
WR gemessenen Spannung UA. Ein Regler R verstarkt die 
Regelabweichung zwischen der gemessenen Spannung und 
einer vorgegebenen Hohe einer Spannung und steuert galva- 
nisch geU-ennt iiber einen Optokoppler OK einen in der er- 
sten Steuereinheit SI angeordneten Pulsbreitenmodulator 
PWM oder Frequenzmodulator FM. Die erste Steuereinheit 
SI steuert uber eine Treibereinheit den ersten Schalttransi- 
stor Tl des ersten Umrichters UM1. Mit Hilfe des ersten 
Schalttransistors Tl kann die Spannung UA0 am Kondensa- 
tor CO am Ausgang des ersten Umrichters UM1 geregelt 
werden. 

Der zweite Steuerkreis S2 im zweiten Umrichter UM2 
gibt den Takt fiir das zweite und dritte Schaltelement T2 und 
T3 vor. Der Tastgrad Tein/T von ca. 1/1 bleibt unberuhrt von 
einem Regelvorgang. Spannungsschwankungen der Span- 
nung UA0 am Ausgang des ersten Umrichters UM1 uber ei- 
nen Lastbereich entsprechen etwa der uber dem zweiten 
Umrichter UM2 anliegenden Langsspannung. 

Eine Strommessung erfolgt auf der Primarseite des zwei- 
ten Umrichters UM2. Der durch einen McBwidcrstand RM, 
der zwischen dem Ausgang des ersten Umrichters UM1 und 
den Eingang des zweiten Umrichters UM2 angeordnet ist, 
flieBende Strom IA0 entspricht dem ubersetzten Strom IA 
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am Ausgang des zweiten Umrichters UM2. 

Kleine Stromlucken und eventueil vom Magnetisierungs- 
strom stammende Stromanteile werden nicht durch ein am 
Ausgang des ersten Umrichters UM1 angeordnetes Filter F, 
gebildet aus der Indukuvitat LI im Langszweig und der 
Querkapazitat CO im Querzweig herausgefiltert. Der am 
MeBwiderstand RM abgegriffene Strom IAO wird mil einem 
vorgegebenen Stromgrenzwert I verg lichen und uber einen 
SirommeBverstarker VI verstarkt. Der verstarkte StrommeB- 
wert wird mit der am Ausgang des zweiten Umrichters UM2 
anliegenden Spannung verknupft und zur Regelung der 
Pulsbreite PWM oder der Frequenz FM der ersten Steuer- 
einheit SI verwendeL 

Im Uberlastfall wird uber eine Reduzierung des Tastgra- 
dcs die Spannung am Ausgang des ersten Umrichters UM1 
gesenkt. Bei einem KiemmenkurzschluB am Ausgang des 
Umrichiers WR wird die Spannung UAO am Ausgang des 
crsicn Umrichiers UM1 bis auf die Langsspannung iibcr den 
Umrichter UM2 reduziert. 

Wic ncreils oben erlautert liegt am Steuereingang G des 
vicnen Schuliclciucntes Gl die Summenspannung der an 
den Wicklungen W3, W4 und W5 des Transformators Tr an- 
liegenden Spannungen. Die Steuerspannung UGS fur das 
viertc Schaltelement Gl ergibt sich im angesteuerten Zu- 
siarul: 

UGS = ((NW4 + NW3 + NW5)/NW2) • UAO. 

Die Windungszahl N fur die Wicklung W5 wird dabei so 
dimensioniert, daB die Steuerspannung UGS fur das vierte 
Schaltelement Gl im Normalbetrieb ausreichend hoch ist. 

Beim beschriebenen Wandler WR wird im Strombegren- 
zungsbetrieb die Spannung UAO am Ausgang des ersten 
Umrichters abgesenkt. Darnit wird aber auch die Ansteuer- 
spannung UGS abgesenkt,-so daB das vierte Schaltelement 35 
Gl nicht mehr richtig angesteuert werden kann, wodurch die 
Spannung zwischen dem DrainanschluB und Sourcean- 
schluB DS des vierten Schaltelementes Gl ansteigt. Bei wei- 
terer Reduzierung der Spannung UAO am Ausgang des er- 
sten Umrichters UM1 wird das vierte Schaltelement Gl 40 
nicht mehr durchgesteuert. 

Die Bodydiode Bl des vierten Schaltelementes Gl uber- 
nimmt den StromfluB. Damit entstehen zwischen Drainan- 
schluB und SourceanschluB DS des vierten Schaltelementes 
Gl bei maximalem Strom eine Spannung von 0,7 ... 1 V. In 45 
dem vierten Schaltelement Gl entsteht bei KurzschluB ein 
Vielf aches der Verlustleistung gegeniiber der Verlustlei- 
stung im Normalbetrieb bei Vollast. 

Eine Verlusdeistung in der beschriebenen Art entsteht 
auch wahrend der folgenden Taktperiode in der funften 50 
Schalteinheit G2. 

Fig. 2 zeigt einen Aufbau des Umrichters WR mit einer 
Entscheidereinheit SE zur Vermeidung einer hohen Verlust- 
leistung an dem vierten und funften Schaltelement Gl, G2. 

Diese Entscheidereinheit SE ist mit einer Logikeinheit 55 
UD, einer Verzogerungseinheit ZV und einer Abschalteein- 
heit AB oder/und Aufpriifeinheit PR ausgebildet. 

Ein erster Eingang der Logikeinheit UD ist mit einem An* 
schluB des Ausgang s des ersten Umrichters UM1 und ein 
zweiter Eingang der Logikeinheit UD mit einem Ausgang 60 
der Verstarkerschaltung VI verbunden. Das Ausgangssignal 
der Logikeinheit UD wird liber die Verzogerungseinheit ZV 
einer Abschalteeinheit AB oder einer Aufpriifeinheit PR zu- 
gefuhrt. Das von der Abschalteeinheit AB oder der Aufprii- 
feinheit PR abgegebene Signal wird der ersten Stcucrcinhcit 65 
SI zugefiihrt, wobei die Steuereinheit SI das ersten Schalt- 
element Tl bei einer zu geringen Spannung UAO am Aus- 
gang des ersten Umsetzers UM1 und einem zu hohen Strom 
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IAO derart ansteuert, daB dieser gesperrt wird 

Eine Strombegrenzung fur eine dem Wandler WR nach- 
geordneten, jedoch hier nicht dargestellten Schaltungsein- 
heit erfolgt durch Absenken der Ausgangsspannung UA am 
5 zweiten Umrichter UM2. 

MuB uber einen langeren Zeitraum der Ausgangsstrom IA 
begrenzt werden, so wird der Wandler WR bei Verwendung 
einer Abschalteeinheit AB, endgultig abgeschaltet. Bei Ver- 
wendung einer Aufprufeinheit PR, wird nach langerer Zeit 
to der Wandler WR wieder eingeschaltet und es wird gepriift 
ob die Uberlast noch vorhanden ist und gegebenenfalls wie- 
der abgeschaltet. Ist die t'Jberlast nach einer t'Jberprufung 
noch vorhanden, so wird der erste Umrichter UM1 abge- 
schaltet. 

15 Bei relativ kurzen, im Sekundenbereich liegenden 
Schwankungen des Stromes, wirkt die Strombegrenzung 
vorzugsweise linear bis zum KiemmenkurzschluB, ohne daB 
sich der Wandler WR abschaltct. 

Damit ist sichergestellt, daB am Ausgang des Wandlers 
20 WR angeschaltete Kondensatoren, die im ersten Moment 
wie ein KurzschluB wirken, mit definiertem Strom sicher 
aufgeladen werden, ohne daB der erste Schalttransistor Tl 
des ersten Umrichters UM1 abgeschaltet wird. Des weiteren 
wird durch die lineare Strombegrenzung sichergestellt, daB 
25 der Wandler WR durch sporadische Effekle, die beispiels- 
weise beim Anschalten eines weiteren Verbrauchers oder . 
Wandlers auftreten konnen, nicht abgeschaltet wird. 

In Fig. 3 ist. eine schaltungstechnische Ausgestaltung ei- 
ner Uberlastschutzeinheit SE wiedergegeben. Einheiten der 
30 Uberlastschutzeinheit SE sind wie zuvor bereits angegeben 
die Logikeinheit UD, die Verzogerungseinheit ZV und eine 
Abschalteeinheit AB oder/und Aufpriifeinheit PR. 

An einen ersten Eingang der Logikeinheit UD wird die 
am Ausgang des ersten Umrichters UM1 anliegende Span- 
nung UAO angelegt, und ein zweiter Eingang der Logikein- 
heit UD ist mit einem Ausgang eines ersten Operationsver- 
starkers OP1 des StrommeBverstarkers VI verbunden. Die 
Logikeinheit UD setzt sich zusammen aus einer ersten und 
zweiten Diode Dl, D2 sowie einem an der Anode der zwei- 
ten Diode D2 angeordneten Spannungsteiler, gebildet aus 
den Widerstanden R5 und R6. Der Ausgang des ersten Ope- 
rationsverstarkers OP1 des StrommeBverstarkers VI ist mit 
der Anode der ersten Diode Dl verbunden. Der erste Ein- 
gang des Spannungsteilers ist mit einem Ausgang des ersten 
Umrichters UM1 verbunden. 

Ein weiterer AnschluB des Spannungsteilers ist mit einem 
Betriebsbezugspotential verbunden. Die Kathoden der er- 
sten und zweiten Diode Dl, D2 sind uber einen Widerstand 
R7 mit dem Betriebsbezugspotential verbunden. Die Katho- 
den der ersten und zweiten Diode Dl, D2 sind uber einen 
weiteren Widerstand R8 mit einem Eingang einer Darling- 
tonschaltung DTI und mit einem Mi ttelab griff eines RC- 
Gliedes, gebildet aus einem Widerstand R7 und einem Kon- 
densator CI, verbunden. Zum Kondensator CI ist eine Di- 
ode D3 parallel geschaltet. Die Spannungsversorgung der 
Verzogerungseinheit ZV ist zwischen der Parallelschaltung 
von Kondensator und Diode und dem Betriebsbezugspoten- 
tial verbunden. Die Anode der Diode D3 ist mit den Katho- 
den der ersten und zweiten Diode Dl, D2 verbunden. Ein er- 
ster Ausgang der Darlington schaltung DTI ist mit einem 
AnschluB eines ersten Spannungsteilers R9, RIO und eines 
zweiten Spannungsteilers Rll, R12 der Abschalteeinheit 
AB und ein zweiter Ausgang der Darlin ton schaltung DTI 
ist mit einem Mittelabgriff des ersten Spannungsteilers R9, 
R10 der Abschalteeinheit AB sowie cincm zweiten An- 
schluB eines zweiten Operations verstarker OP2 der Ab- 
schalteeinheit AB verbunden. An dem Operationsverstarker 
OP2 der Abschalteeinheit AB ist mit einem ersten Eingang 
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ein Mittelabgriff des zweiten Spannungsteiler Rll, R12 der 
Abschalteeinheit AB verbunden. Der weitere AnschluB des 
ersten und zweiten Spannungsteilers ist mit dem Betriebsbe- 
zugspotential beaufschlagt. Ein Widerstand R13 bildet. eine 
Riickkopplung am Operationsverstarker OP2 der Abschalte- 
einheit AB. 

Unter den Voraussetzungen, daB der Stromgrenzwert 
uberschritten ist und die Spannung UAO am Ausgang des er- 
sten Umrichters UM1 unter einen vorgegebenen Wert abge- 
fallen ist, und dieser Zustand eine Zeit angedauert hat, wird 
der erste Urnrichter UM1 durch Ansteuerung des ersten 
Schalttran sis tors Tl gesperrt: Dies kann gebunden, d. h. 
endgiiltig, sein oder es wird nach einer gewissen Zeit die an 
den Eingangen der Logikeinheit UD anliegenden Strom- 
und Spannungswerte iiberpriift, ob * die Grenzwerte fiir 
Strom und Spannung noch uberschritten werden. Die Aus- 
wertung beider Voraussetzungen ist notig, um eine Uberlast 
zu crkcnncn und cin fchlcrfrcics Anlaufcn des Wandlcrs WR 
zu gewahrleisten. Die Zeit vorn Auftreten beider Vorausset- 
zungen bis zum Abschalten des ersten Umrichters UM1 des 
Wandlers WR ist so bemessen, daB eine hohe Verlustlei- 
stung in dem vierten und funften Schaltelement Gl, G2 auf 
der Sekundarseite des zweiten Umrichters UM2 vermieden 
wird. 

Bei einer maximal zulassigen slalischen Absenkung der 
Ausgang sspannung durch die Strombegrenzung muB die 
Ansteuerung des vierten und funften Schaltelementes Gl, 
G2 auf der Sekundarseite des zweiten Umrichters UM2 
noch sichergestellt sein, das heiBt, daB die Spannung zwi- 
schen dem Steuereingang G und dem Sourceingang S des 
vierten und funften Schaltelementes Gl, G2 groBer 6 V sein 
sollte. Aus dieser zu erreichenden Spannung kann die zulas- 
sige Absenkung der Spannung am Ausgang des ersten Um- 
richters UM1 bestimmt werden. 

Der erste Operationsverstarker 0P1 bildet den Strom- 
meBverstarker VT. Uber die Widerstande Rl und R2 wird 
am nichtinvertierenden Eingang des ersten Operationsver- 
starkers OP1 die Hohe des Strombegrenzungseinsatzes ein- 
gestellt. Mit den Widerstanden R3 und R4 wird die Verstar- 
kung der Strombegrenzung des ersten Operationsverstarkers 
OP1 festgelegt. Im Normalbetrieb, das heiBt ohne eine 
Strombegrenzung liegt am Ausgang des ersten Operations- 
verstarker OP1 eine hohe Spannung. Bezogen auf diese 
Schaltungsausgestaltung betragt die Spannung beispiels- 
weise 12 Volt. 

Die Widerstande R5 und R6 des Spannungsteilers an der 
Anode der zweiten Diode D2 stellen eine Aufteilung der 
Spannung UAO am Ausgang des Umrichters UM1 dar. 

Die erste und zweite Diode Dl, D2 bilden mit dem Wi- 
derstand R7 an ihren Ausgangen eine logische UND-Ver- 
knupfung. In dieser Schaltungsausgestaltung handelt es sich 
um eine negative Logik, das heiBt, daB die Spannungen an 
den Anoden der ersten Diode Dl und der zweiten Diode D2 
zu null werden miissen, damit die Spannung am Widerstand 
R7 ebenfalls zu null wird. 

Der Kondensator Cl bildet zusammen mit dem Wider- 
stand R7 eine Zeitkonstante, mit der ein Abschaltezeitpunkt 
des ersten Umrichters UM1 festgelegt wird. Die Diode D3 
bewirkt, daB die maximale Spannung an der Kathode der er- 
sten und zweiten Diode Dl, D2 der Spannung der Versor- 
gungsspannung entspricht. Die Diode D3 bewirkt, daB die 
maximale Spannung der Versorgungsspannung entspricht. 
Die Diode D3 stellt auch eine schnelle Entladung von dem 
Kondensator Cl bei Ausfall der Versorgungsspannung si- 
chcr. 

Solange die Spannung an der Kathode der ersten und 
zweiten Diode Dl, D2 hoher ist als die Referenzspannung 
VRef, ist die Darlingtonschaltung DTI gesperrt. 



Der erste Eingang des zweiten Operationsverstarkers OP2 
der Abschalteeinheit AB liegt uber die Widerstande Rl 1 und 
R12 des zweiten Spannungsteilers der Abschalteeinheit AB 
auf etwa der halben Referenzspannung VRef. Mit den Wi- 

5 derstanden R9 und RIO des ersten Spannungsteilers der Ab- 
schalteeinheit AB wird die Spannung am zweiten Eingang 
des zweiten Operationsverstarkers 0P2 eingestellt. Der 
Ausgang des zweiten Operationsverstarkers OP2 weist im 
Normalbetrieb eine hohe Spannung auf. Uber die Ruck- 

10 kopplung des zweiten Operationsverstarkers OP2 mit dem 
Widerstand R13 kann die Hysterese des zweiten Operations- 
verstarkers OP2 eingestellt werden, die ein sicheres Um- 
schalten und Halten von Zustanden des zweiten Operations- 
verstarkers OP2 ermoglicht. DaB der zweite Operationsver- 

15 starker OP2 nach Anlegen der Versorgungsspannung eine 
bestimmungsgemaBe Ausgangsspannung aufweist, wird 
durch weitere, der Ubersichtlichkeit halber hier nicht darge- 
stclltc Bautcilc sichergestellt. 

Nachfolgend noch das statische und dynamische Schalt- 

20 verhalten der Entscheidereinheit SE. 

Statisches Schaltverhalten 

Sobald die Versorgungsspannung eingeschaltet wird, liegt 

25 am Ausgang der Kathode der ersten und zweiten Diode Dl, 
D2 uber den entladenen Kondensator Cl die Versorgungs- 
spannung an. Die Darlingtonstufe DTI ist gesperrt und der 
zweite Operationsverstarker OP2 in der Abschalteeinheit 
AB in Normalbetrieb. Solange der Normalbetrieb besteht, 

30 liegt am Ausgang des ersten Operationsverstarkers OP1 eine 
hohe Spannung von ca. 12 V. Am Mittelpunkt des Span- 
nungsteilers R5, R6 an der Anode der zweiten Diode D2 ist 
ebenfalls die Spannung groBer als die Referenzspannung 
VRef. Die Spannung an der Kathode der ersten und zweiten 

35 Diode Dl, D2 betragt ca. 12 V, die Darlingtonstufe DTI 
bleibt gesperrt. 

Sobald der Strom durch den MeB widerstand LAO begrenzt 
wird, wird die Spannung am Ausgang des ersten Operati- 
onsverstarkers OPI gegen Betriebsbezugspotential, aber die 

40 Spannung an den Kathoden der ersten und zweiten Diode 
Dl, D2 durch die noch vorhandene Spannung am Ausgang 
des ersten Umrichters UM1 auf einer Spannung die groBer 
der Referenzspannung VRef ist gehalten. Die Darlington- 
stufe DTI bleibt gesperrt. 

45 Erst wenn die Spannung UAO am Ausgang des ersten 
Umrichters UM1 so weit abgesunken ist, daB die Spannung 
an der Kathode der ersten und zweiten Diode Dl, D2 ca. 1 V 
(2 • UBE) unter die Referenzspannung VRef abgesunken ist, 
wird die Darlingtonstufe DTI lei tend und schlieBt den Wi- 

50 derstand R9 des ersten Spannungsteiler kurz. Damit wech- 
selt die Spannung am Ausgang der Abschalteeinheit AB und 
sperrt das erste Schaltelement Tl des Umrichters UM1. Die 
Spannung ab der die Abschalteeinheit AB abschaltet kann 
uber die Widerstande R5 und R6 eingestellt werden, und 

55 sollte so hoch sein, daB die Ansteuerung des vierten und 
funften Schaltelementes Gl, G2 noch sichergestellt ist. 

Dynamisches Verhalten 

60 Verringert sich die Spannung am ersten Operationsver- 
starker OPI und dem Spannung steilermittelpunkt des Span- 
nungsteilers R5, R6 an der Anode der zweiten Diode D2 nur 
kurz (kurzer KurzschluB oder Uberlast), so bleibt der Wand- 
ler WR in Funktion, da die Spannung an den Kathoden der 

65 ersten und zweiten Diode Dl, D2 durch die Ladung des 
Kondensators Gl im ersten Moment auf ca. 12 V gehalten 
wird. Erst wenn sich der Kondensator Cl langsam uber den 
Widerstand R7 entladt, und die Spannung an den Kathoden 
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der ersten und zweiten Diode Dl, D2 ca. 1 V unter die Refe- 
renzspannung VRef falli, wird die Darlingtonstufe DTI lei- 
tend und der Wandler WR abgeschaltet. Der Kondensator 
CI und Widerstand R7 bestimmen die Zeitspanne, in der 
eine Uberlast auftreten kann, ohne daB der Wandler WR ab- 5 
geschaltet wird. 

Patentanspriiche 

1. Schaltungsanordnung zum Uberlastschutz fiir einen 10 
Wandler, mit einem ersten Umrichter (UM1) und ei- 
nem zu diesem in Kettenschaltung angeordneten zwei- 
ten Umrichter (UM2), wobei der erste Umrichter 
(UM1) zur Steuerung der Ausgangsspannung (UAO) 
am ersten Umrichter (UM1) einen ersten Schalttransi- 15 
stor (Tl), und 

der zweite Umrichter (UM2) einen Transformator (Tr) 
mit einer auf der Sckundarscitc des Transformators 
(Tr) angeordneten Gleichrichtereinheit (GR) zur 
Gleichrichtung der sekundarseiug am Transformator 20 
(Tr) anliegenden Spannung aufweist, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB eine Entscheidereinheit (SE) zur Steuerung der 
Laststromstrecke (SD) des ersten Schalttransistors (Tl) 
vorgesehen ist, wobei Siroin- und SpannungsmeBwerte 25 
am Ausgang des ersten Umrichters (UM1) erfaBt und 
der Entscheidereinheit (SE) zugefuhrt werden und bei 
Uberschreitung eines Stromwertes und Unterschrei- 
tung eines Spannungswertes bei dem eine sichere 
Durchsteuerung der in der Gleichrichtereinheit (GR) 30 
angeordneten Schaltelemente (Gl, G2) nicht mehr 
moglich sind, der erste Schalttransistor (Tl) derart an- 
steuert wird, daB die Laststromstrecke hochohmig 
wird. 

2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch 35 
gekennzeichnet, daB die Entscheidereinheit (SE) eine 
Logikschaltung (UD) zur logischen Verknupfung der 
Strom und SpannungsmeBwerte aufweist, 

eine Verzogerungseinheit (ZV) zur verzogerten Weiter- 
gabe des von der Logikschaltung (UD) abgegebenen 40 
Steuersignals zur Abschaltung des ersten Schalttransi- 
stors (Tl). 

3. Schaltungsanordnung nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB eine Abschalteeinheit (AB) zwi- 
schen der Verzogerungseinheit (ZV) und dem ersten 45 
Schalttransistor (Tl) vorgesehen ist. 

4. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB eine Aufpriifeinheit (PR) zur 
Uberprufung der gemessenen MeBwerte in der Ent- 
scheidereinheit (SE) vorgesehen ist 50 

5. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Entscheidereinheit (SE) an 
den Eingangen einer ersten Steuerschaltung (SI) ange- 
ordnet ist und diese von der Entscheidereinheit (SE) 
entsprechend ansteuert wird, um den ersten Schalttran- 55 
si stor (Tl) zu sperren. 

6. Schaltungsanordnung nach Anspruch 5, dadurch 
gekennzeichnet, daB die erste Steuerschaltung (SI) ein 
pulsweiten- oder frequenzmoduliertes Signal erzeugt. 

7. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch 60 
gekennzeichnet, daB die Schaltelemente (Gl, G2) in 
der Gleichrichtereinheit (GR) Power Metall Oxyd Se- 
miconductor Transistoren sind. 

8. Verfahren zum Uberlasischutz fur einen Wandler, 
mit cinem ersten Umrichter (UM1) und cincm zu die- 65 
sem in Kettenschaltung angeordneten zweiten Umrich- 
ter (UM2), wobei 

der erste Umrichter (UM1) zur Steuerung der Aus- 



gangsspannung (UAO) am ersten Umrichter (UM1) ei- 
nen ersten Schalttransistor (Tl), und 
der zweite Umrichter (UM2) einen Transformator (Tr) 
mit. einer auf der Sekundarseite des Transformators 
(Tr) angeordneten Gleichrichtereinheit (GR) zur 
Gleichrichtung der sekundarseitig am Transformator 
(Tr) anliegenden Spannung aufweist, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB Strom- und SpannungsmeBwerte am Ausgang des 
ersten Umrichters (UM1) erfaBt werden und bei Uber- 
schreitung eines Stromwertes und Unterschreitung ei- 
nes Spannungswertes bei dem eine sichere Durchsteue- 
rung der in der Gleichrichtereinheit (GR) angeordneten 
Schaltelemente (Gl, G2) nicht mehr moglich sind der 
ersten Schalttransistor (Tl) derart ansteuert wird, daB 
die Laststromstrecke hochohmig wird. 
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